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|. INTRODUCTION

L'arrivée de |'Internet des Objets a accru le besoin d'in-
novation technologique autant en logicids qu'en matériels.
Le réve du tout connecté s'éend aux dispositifs qui ont
besoin de sureté de fonctionnement. Notamment, les véhicules
intelligents qui ont de plus en plus de capteurs éectroniques
et de dispositifs de communication. Dans ce domaine, le
matériel est soumis a des environnements sous contrainte o
|a fiabilité éectronique devient un impératif. Que ce soit dans
|"automobile (= 125 °C), dans le ferroviaire (= 175 °C),
ou dans I'aéronautique (= 250 °C), la température devée
issue des engins est sans doute le défi environnementd le
plus difficile a rdlever pour |'dectronique. A ce stade, |l
n'existe pas, dans |'éat actue des connaissances, un outil
de moddlisation et de conception incluant des varidions de
températures permettant de réaliser des véhicules intdligents
et fiables, a bas colits.

[l. LES EFFETS EN TEMPERATURE SUR LES TRANSISTORS
A EFFET DE CHAMP

L es effets en température sur les transistors sont i ntrinseque
a la physique des semi-conducteurs, la variation de ces pro-
priétés physiques est bien éabli [1]. Des nombreux travaux
de recherche ont &ait fait pour éval uer les conséquences de la
variation en température sur les transistors a effet de champ
[2] et ces effets sur différents types de circuit [3] [4]. Dans les
modéles utilisés par des simulateurs les effets de température
sont pris en compte et il est possibledeles évaluer aux niveaux
transistor. Sur la Fig. 1, ce sont affichés les sensibilités par
rapport a la température des paramétrés des transistors de la
technologie XFAB 0.18um, il est possible de constater sur
la Fig. 1(c) et 1(b), qu'il existe une densité de courant ou
la sensibilité de | ps par rapport a la température est nulle,
comme indique in [2] ce que n'est pas le cas pour la Fig. 1(d)
et 1(a).

I1l. METHODOLOGIE ET OBJECTIF

Tel que discuté en Sec. |l la moddlisation des effets de
température a é¢é déja éudié aux niveaux physique et tran-
sistor, par contre ces conséquences sur le fonctionnement
des transistors dans un circuit n'est pas éabli de facon
intuitif au concepteur, ce que raméne normalement a un sur-
dimensionnement, cet-a-dire que la conception du circuit est
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fait avec des contraintes beaucoup plus devés que le vrai
besoin de facon que méme avec le changement de température
le cahier de charges soit respecté. L’ objective de cet travail est
d'éablir un outil que permet au concepteur de depuis |e début
du design de prendre en compte ces effets de température ainsi
réduire les contraintes et en conséquence |e cout de fabrication
de ces cirauits.
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